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Abstract: CdS thin films were deposited by thermal evaporation in a 

vacuum of ~ 10-5 torr at room temperature. Samples were subjected to 

annealing in the range of temperatures 100-300 oC for 1 hour in air.The 

crystal structure of CdS films was characterized by XRD technique. Only 

hexagonal phase with the preferred (002) plane was found in CdS films.  
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 وميد کادمينازک سولف يهاهيلا بلورياثر باز پخت بر ساختار 

 يليرجليغضنفر م ،رانيل پيجل ي، عليصالح يدمحمدعليس

 زدي ک دانشگاهيزيدانشکده ف
  sma.salehi@yazduni.ac.ir:  پست الکترونيکي

 
 

ه ش د  اث ر ب از پخ ت در     ي  ته ر در خ   ي  وم به روش تبخيد کادمينازک سولف يهاهيلا ده :يچک
ب دون ب از پخ ت     يه ا هي  و ب ا لا  يبررس Co 003و  Co 100، Co 200يدر دماهاو مجاورت هوا 

، معل وم  هاهيز ساختار شبکه لايآنال يبرا (XRD)کس يا پرتواز پراش با استفاده   گرديدسه يمقا
 يدم ا  آن در ينظميب بيشترين( بوده و 002با جهت رشد ) يها شش گوشهيساختار لاشد كه 

  رخ داده است Co 200باز پخت بالاتر از 

  خ ر در يتبخ و ،يوم، باز پخت، ساختار بلوريد کادميسولف :يديکل يهاواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 218تا  211، از صفحة 86، بهار و تابستان1شمارة  

 (25/1/1386دريافت نسخه نهايي   ،1/6/1385 )دريافت مقاله
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 213    هاي نازکچند بلوري لايه ةز پخت بر ساختار شبکاثر با

 مقدمه
ک، ياپتوالکترون ، قطعاتيديخورش باتريهايوم در ساخت يدکادميژه سولفيوهبVIΙΙياهبيترک

نازک  يهاهيلا رند يگيمورد استفاده قرار م ،دانياثر م يستورهايو ترانز ،ينور يآشکارسازها
ر ي، تبخ(Sp)، کندوپاش (VE)خ ر در ير تبخينظ يمختلف يهاوم با روشيد کادميسولف
(  در 14-1ند )اهده شي     ته و، (LA) يزري، تپ ل(CBD)يائيمي، حمام ش(CVD) يائيميش
 است  شده يم بررسيد کادميسولف ةن مقاله اثر باز پخت در هوا بر ساختار شبکيا

 هيروش ته
قک تنگستن يک قاي در 99/99آن با درصد خلوص  يهام از دانهيد کادمينازک سولف يهاهيلا

با استفاده  ،nm/s 4/0ر يو آهنگ تبخ torr 10-5×7/2 – 10-6×9فشار  ةگستر با يادر محفظه
 ياشهيش يهاهيرلايز ي( روVAS BUS 78535-France)دستگاه  خ ر در ياز دستگاه تبخ

با استفاده از بلور  ة آنهايتهطول زمان که در  بود nm300ها برابر هي  ضخامت لانده شديته
 شد   يريگکوارتز اندازه

ک ساعت يدر مجاورت هوا به مدت  Co 300و  Co 100، Co 200 يها در دماهامونهن
ها با هيلا يقه ساختار بلوريدق 80اتاق پس از  يها به دمانمونه يبازپخت و پس از بازگشت دما

)XRD )Advance 8D( A 1.54056CuKαu λگاه استفاده از دست  ةيزاو ةدر گسترد 
00 7010θ2  ندشد يبررس  

 و برداشت بحث
، 100 يم بدون بازپخت و بازپخت در دماهاويد کادمينازک سولف يهاهيلا XRDف يط 1شکل
( 002با جهت رشد ) يشش گوش يساختار يها داراهيدهد  لايرا نشان م Co 300و  200

( در اثر 002) قلة  با توجه به شکل شدت شودديده ميها هي( لا002) قلة 2شکل بودند كه در
 1  جدولشده استمشاهده  Co 200 ين کاهش در دمايشتريافته است و بيبازپخت کاهش 

كه با  دمآ( از قانون براگ به دست dصفحات ) ةدهد  فاصليها را نشان مهيلا XRD يهاداده
با بلورک  ةتوان اندازيها من دادهي  از اندسازگار ]8تا  5، 2[مراجع  زبه دست آمده ا هايداده
 ةاز رابط Dاندازه بلورک ة محاسب يکه را به دست آورد  براي ةاختيو حجم  a ،c ةشبک يثابتها
   ]15تا  13، 11، 2[ شد ر استفادهيشرر به صورت ز -ايدب
(1)              Kλλ/βcosD  

 ه ي  زاو 1 ،(FWHM) (002) بيش ينه  ه در ن يم قل   ين ا پهx ، پرت و طول موج در آنکه 
 

                                                      
1- Full Width at Half Maximum 
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هاي نازك س ولفيد ک ادميوم ب دون    لايه FWHMمقادير ) ثابت است يمقدار K = 9/0و  ،براگ
مربوط  ة  رابطشده است(ارائه  2در جدول  Co 300و  200، 100بازپخت و بازپخت در دماهاي 

 ر اس ت ي  ب ه ش کل ز   يدر ساختار شش گوش   c وa  يبا ثابتها اختهيو حجم  صفحات ةبه فاصل
]15[  

(2)         
2

2

2

22

2
hkl c

l

a

khkh

3

4

d

1












 
 

(3)            ca
2

3
V 2 

0022dcنيبنابرا  ريکه مقادc که چنان  ندانشان داده شده 3جدول مختلف در  يهاهيلا يبرا
 Co  200ين مقدار آن در دمايشتريو ب ،کندير مييدر اثر بازپخت تغ cشود مقداريهده ممشا

 ريز ةتوان از رابطيرا م aاست  مقدار 

(4)             2
0

222 ][
3

4
hkdkhkha  

که  دهدنشان ميشده است و  آورده 3در جدول خت بازپ يبر حسب دما aبه دست آورد كه 
است  بوده  Co 200 يدما درن مقدار آن يشتريب يول ،ابدييش ميدر اثر بازپخت افزامقدار آن 

بر  c/a  نسبت دارند يسازگار ]15 و 10[گران در مراجع يبا کار د يبه خوب cو  aر يمقاد
 ده نشان ين پدي  اتر استکينزد نظري آنبه مقدار  يبازپخت به صورت نوسان يب دماحس
كه در  cو  a يشود  با دانستن ثابتهايش دما کاملتر ميدهد که ساختار شش گوش با افزايم

اخته بر ي، حجم شودمي كه ديدهنچناد  كراخته را محاسبه يتوان حجم يماند، آمده 3جدول 
 است   Co 200 يدما درش آن ين افزايشتريکه ب بدايميش يبازپخت افزا يحسب دما

 ن يشتريب Co 200 يکه در دما رسيدجه ين نتيابه توان ياز آنچه در بالا گفته شد م
 ينظميا بش دميبا افزا يول د نن مقدار را داريشتريب cو  aن دما يوجود دارد  در ا ينظميب

 ةيکمتر است  لا ينظميب Co 200نسبت به   Co 300 يکه در دما يبه طور يابدميکاهش 
شود  درجه تبلور به آهنگ سرد يمتبلور م دوبارهدر اثر سرد شدن  Co 300بازپخت شده در 

 دارد  يه بستگيلا ييب دمايشدن و ش
شش  يي،ر گرمايه روش تبخه شده بيته کادميومد يسولف يهاهيساختار لا نتيجه اين كه

ن حجم يشترين بيشبکه و بنابرا cو aن مقداريشتريت  باس( 002) آنها و جهت رشد ندگوش

 بيشينهنيم قله در پهناين يشتريمشاهده شد  ب Co 200ه بازپخت شده در يلا يکه براي ةاختي
 آغازن يد  بنابراشمشاهده  Co 200بازپخت شده در  يةلا نيز درورک بل ةن اندازين کمتريو بنابرا
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ها در هيدهد و لايبه بالا رخ م Co 200 يژن( در دمايط )جذب اکسيد و اثر محيشد ينظميب
 شوند يدار متبلور ميک حالت شبه پاين دما در يا

 
 

 
 

   
 
 
 

  
 
 

 
و  200، 100 يازپخت و بازپخ ت در دماه ا  بدون ب کادميومد ينازک سولف يهاهيلا XRDف يط  1شکل

Co 300  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
و  200 ،100 يبدون باز پخت و بازپخ ت در دماه ا   کادميومد ينازک سولف يهاهي( لا002) قلة  2شکل 

Co300  
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 200، 100بدون بازپخت و بازپخت در دماهاي  کادميومهاي نازك سولفيد لايه XRDهاي داده  1جدول
  C 300و 

(hkl) % شدت   d (Angstrom) شدت (شمارش) 

 
)2(   نمونه  زاويه

 بدون بازپخت 20/680 4/29163 37/8 0/4 
 0/7 68/0 3/85786 23/035  

 1/3 128 3/68309 24/144  

(100) H 2/7 279 3/52566 25/240  

H (002)  100/0 10204 3/32649 26/778  

H (101)  3/2 329 3/13404 28/456  

 0/5 48/0 2/73474 32/720  

 H (102)  0/4 38/8 2/45656 36/549  

H (110)  0/9 91/0 2/05308 44/072  

H (103)  1/6 160 1/88648 48/200  

H (112)  0/6 60/9 1/75080 52/204  

(004) H 1/9 199 1/67085 54/906  

 0/3 33/5 1/62014 56/778  

 0/6 45/8 4/20480 21/112 100C بازپخت در  
 1/0 80/6 3/92704 22/624  

 2/0 163 3/66880 24/240  

(100) H 4/3 343 3/53199 25/194  

H (002)  100/0 7934 3/32034 26/829  

H (101)  3/0 239 3/12898 28/503  

 0/7 52/5 2/78060 32/166  

 0/4 35/0 2/40810 37/311  

H (110)  1/3 106 2/05274 44/080  

H (310)  2/7 213 1/88519 48/235  

H (112)  1/4 110 1/74871 52/271  

(004) H 2/2 177 1/66838 54/994  

 0/5 39/1 1/62270 56/680  

 0/5 41/1 3/93325 22/588  200C بازپخت در  
 1/7 132 3/68485 24/133  

 (100)H 3/8 294 3/53306 25/186  

H (002)  100/0 7829 3/32705 26/774  

H (101)  4/0 317 3/13441 28/453  

H (110)  5/3 418 2/05592 44/008  

H (103)  2/0 156 1/88921 48/126  

H (112)  1/1 83/7 1/75042 52/216  

(004)H 2/1 166 1/67214 54/860  

 1/7 153 3/68076 24/160 300 Cبازپخت در  
(100)H 3/9 352 3/53190 25/195  

H (002)  100/0 9073 3/32130 26/821  

H (101)  4/2 381 3/12810 28/512  

H (110)  1/7 151 2/05282 44/078  

H (103)  2/1 193 1/88533 48/231  

H (112)  1/3 115 1/75072 52/207  

(004)H 2/5 226 1/66835 54/996  
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و    200، 100ت در دماه اي  بدون بازپخت و بازپخ کادميومد يهاي نازك سولفلايهc/a رات ييتع  3شکل 
C300  خط مستق يبر حسب دما( نظريم مقدار يبازپخت c/a ) است 

، 100ب دون بازپخ ت و بازپخ ت در دماه اي     کادميوم د يهاي نازك سولفلايه FWHMر يمقاد  2جدول
   C 300و  200

 نمونه بدون بازپخت C100 بازپخت در  C 200بازپخت در  C 300بازپخت در 

0/288 0/318 0/289 0/280 FWHM …2(0) 

، 100بدون بازپخت و بازپخ ت در دماه اي    کادميوم ديهاي نازك سولفلايه Dو  c ،a ،vريمقاد  3جدول
  C300و  200

 نمونه بدون بازپخت C100بازپخت در  C200بازپخت در  C300 بازپخت در 

658/6 6713/6 6406/6 6681/6 c (Å) 

0782/4 0796/4 0783/4 0710/4 a (Å) 

9025/95 1576/96 6579/95 7101/95 V (Å2) 

246/30 393/27 143/30 432/31 D(nm) 
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